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(54)  Tragerelement, an welchem ein Hg- haltiges Material zur Anbringung in einer
Entladungslampe ausgebildet ist, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und eine
Entladungslampe mit einem derartigen Tragerelement

(57)  Die Erfindung betrifft ein Tragerelement, an wel-

chem ein Hg-haltiges Material zur Anbringung in einer
Entladungslampe (1) ausgebildet ist, wobei das Trage-
relement (11) zumindest eine Vertiefung (12, 20 bis 23)

aufweist, in welcher das Hg-haltige Material (17) ange-
ordnet ist.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Her-
stellen eines derartigen Tragerelements sowie eine Ent-
ladungslampe mit einem derartigen Tragerelement.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tragerelement, an
welchem ein Hg-haltiges Material zur Anbringung in einer
Entladungslampe ausgebildet ist, sowie ein Verfahren
zur Herstellung eines derartigen Tragerelements. Des
Weiteren betrifft die Erfindung eine Entladungslampe mit
einem derartigen Tragerelement.

Stand der Technik

[0002] Das Einbringen von Quecksilber in Entladungs-
lampen, insbesondere Niederdruckentladungslampen,
ist bekannt und kann beispielsweise mit einem Metall-
band, welches entsprechend beschichtet ist, erfolgen.
Aus der WO 98/14983 ist eine Niederdruckentladungs-
lampe bekannt, bei der ein Tragerelement, welches plat-
tenartig ausgebildet ist, in einem Entladungsgefal der
Lampe angeordnet ist und insbesondere beispielsweise
an einem Elektrodengestell befestigt ist. Das Trégerele-
ment ist oberflachenbeschichtet und weist einerseits ei-
ne Beschichtung mit einem Hg-haltigen Material und an-
dererseits eine Beschichtung mit einem Gettermaterial
auf. Die beiden Beschichtungen sind separiert vonein-
ander ausgebildet. Das Tragerelement kann eine im We-
sentlichen ebene Platte oder jedoch auch eine gewinkelt
ausgebildete Platte sein.

[0003] Ublicherweise wird eine derartige Oberflachen-
beschichtung mit einem Schnecken-Vibrationssystem
durchgefiihrt, wobei dazu ein entsprechendes Pulver auf
das Tragerelement aufgebracht und verteilt wird. Durch
diese Vorgehensweise ist die Dosiergenauigkeit voll-
kommen vom Dosiersystem abhangig und relativ unge-
nau. Dadurch schwankt die Quecksilberkonzentration,
wodurch auch die Funktionalitat der Ladungslampe be-
eintrachtigt werden kann.

Darstellung der Erfindung

[0004] Es st Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Tragerelement zu schaffen, bei dem die Dosierung des
Hg-haltigen Materials verbessert werden kann. Insbhe-
sondere ist es auch Aufgabe ein derartiges Herstellungs-
verfahren fur ein Tragerelement zu schaffen. Ebenso soll
eine Entladungslampe mit einem Tragerelement ge-
schaffen werden, bei der die Funktionalitdt durch eine
prazisere und genauere Einstellung der Menge des
Quecksilbers verbessert werden kann.

[0005] Diese Aufgaben werden durch ein Tragerele-
ment, welches die Merkmale nach Anspruch 1 aufweist,
sowie ein Verfahren, welches die Merkmale nach An-
spruch 15 aufweist, geldst. Ebenso werden diese Aufga-
ben durch eine Entladungslampe, welche die Merkmale
nach Anspruch 12 aufweist, gelost.

[0006] Ein erfindungsgemafes Tragerelement ist zur
Anbringung in einer Entladungslampe ausgebildet und
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ist dartiber hinaus mit einem Hg-haltigen Material verse-
hen. Das Tragerelementweist zumindest eine Vertiefung
auf, in welcher das Hg-haltige Material angeordnet ist.
Im Unterschied zum Stand der Technik wird somit eine
spezifische Formgebung des Tragerelements dahinge-
hend durchgefiihrt, dass zumindest eine ein spezifisches
Volumen definierende Vertiefung vorgesehen ist, wo-
durch eine ortlich konzentrierte und somit lokal fokussier-
te Anbringung des Hg-Materials ermdglicht ist. Es wird
somit keine Oberflachenbeschichtung des Tragerele-
ments mehr durchgefiihrt sondern eine Volumenbe-
schichtung. Durch diese Ausgestaltung kann eine we-
sentlich prézisere Dosierung und Anbringung des Hg-
haltigen Materials und somit auch der Quecksilberkon-
zentration auf dem Tragerelement durchgefihrt werden.
Im Unterschied zur aus dem Stand der Technik bekann-
ten Oberflachenbeschichtung ist durch eine derartige
Volumenbeschichtung auch die Anbringung von sehr ge-
ringen Quecksilbermengen gewahrleistet. Dadurch kann
Uberflissiges und nicht erforderliches Zugeben von
Quecksilber vermieden werden und dennoch die hohe
Funktionalitat gewahrleistet werden. Dariiber hinaus un-
terliegt bei einer derartigen Ausgestaltung des Trage-
relements mit zumindest einer Vertiefung, in welcher das
Hg-haltige Material angeordnet ist, nicht mehr den
Schwankungen bei der Aufbringung des Pulvers mit ei-
nem Schnecken-Vibrationssystem. Das aufzufiillende
Volumen ist sehr konstant und prazise.

[0007] Vorzugsweise ist das Hg-haltige Material aus-
schlieBlich in der Vertiefung ausgebildet. Die um die Ver-
tiefung herumlaufenden Oberflachen und auch die son-
stigen Oberflachen des Tragerelements aul3erhalb der
Vertiefung sind frei von Quecksilbermaterial. Neben ei-
ner prazisen Einstellung der Hg-Konzentration und somit
auch der Dosierung kann dadurch auch die lokale und
somit ortlich fokusierbare Anbringung des Hg-Materials
gewabhrleistet werden.

[0008] Insbesondere istvorgesehen, dass eine Vertie-
fung als Rille ausgebildet ist. Somit werden geometrische
Strukturen wie Grében als Vertiefungen vorgesehen,
welche mit dem Hg-haltigen Material zumindest teilweise
gefillt werden kdnnen. Eine derartige Rille kann einen
geradlinigen Verlauf aufweisen. Eine langliche Struktur
einer Rille kann jedoch auch zumindest bereichsweise
gekrimmt ausgebildet sein. Unter einer Krimmung wird
sowohl eine stetige bogenférmige Ausgestaltung als je-
doch auch eine eckige Konstruktion verstanden. Die Rille
kann quer, langs oder schrag verlaufend ausgebildet
sein.

[0009] ImQuerschnittkann eine derartige als Rille aus-
gebildete Vertiefung eckig oder eckenfrei konzipiert sein.
Beispielsweise kann eine im Querschnitt rechteckige
oder U-férmige Konstruktion vorgegeben sein. Ebenso
kann jedoch auch eine V-férmige Querschnittformge-
bung vorgesehen sein. Dies sind lediglich beispielhafte
Dimensionierungen und geometrische Gestaltungen ei-
ner Vertiefung, welche nicht als abschlie3end zu verste-
hen sind.
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[0010] Neben einer langlichen Struktur einer Vertie-
fung, beispielsweise in Form einer Rille oder eines Gra-
bens, kann jedoch auch eine lochartige oder napfartige
Struktur vorgesehen sein. Insbesondere ist eine derarti-
ge Ausgestaltung sacklochartig konzipiert, was bedeu-
tet, dass das Loch nicht durchgéngig sondern am Boden
verschlossen ist. Sowohl bei langlichen geometrischen
Gestaltungen einer Vertiefung als auch bei sacklochar-
tigen Ausgestaltungen kénnen zumindest zwei Vertie-
fungen im Tragerelement vorgesehen sein. Die Anbrin-
gung einer derartigen Mehrzahl von Vertiefungen kann
beliebig verteiltauf dem Tragerelementvorgesehen sein.
Es kann jedoch auch eine geordnete Anordnung mit einer
beispielsweise aquidistanten Positionierung vorgesehen
sein.

[0011] Vorzugsweise ist eine Vertiefung vollstandig
mit Hg-haltigem Material geflllt. Durch eine derartige
Ausgestaltung kann besonders exakt die Hg-Menge fur
ein Tragerelement dosiert werden. Da sehr exakt das
Volumen einer Vertiefung vorgegeben werden kann,
kann durch eine derartige vollstandige Beflllung der Ver-
tiefung auch sehr exakt nachvollzogen werden, welche
Quecksilbermenge vorliegt. Bevorzugt ist die Befullung
einer Vertiefung mit Hg-haltigem Material so vorgese-
hen, dass das Material eben und biindig mit der die Ver-
tiefung an der Oberkante umgebenden Oberflache des
Tragerelements ausgebildet ist.

[0012] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
vollstéandige Fullung der Vertiefung mit Hg-haltigem Ma-
terial vor dem Verpressen des Materials gegeben ist und
nach dem Verpressen die Oberseite des Materials in der
Vertiefung gegeniiber dem Niveau der Oberflache des
Tragerelements abgesenkt ist. Es kann auch vorgese-
hen sein, dass die vollstandige Fillung nach dem Ver-
pressen ausgebildet ist und somit quasi ein stufenfreier
Ubergang mit der die Vertiefung umgebende Oberflache
des Tragerelements ist.

[0013] Insbesondere ist auch vorgesehen, dass in der
Vertiefung Gettermaterial angeordnetist. In einer Vertie-
fung ist somit sowohl Hg-haltiges Material als auch Get-
termaterial vorgesehen. Somit ist quasi eine Vermi-
schung in einer Vertiefung zwischen diesen beiden un-
terschiedlichen Materialien vorgesehen. Auch hier kann
die platzsparende Ausgestaltung im Vergleich zum ge-
nannten Stand der Technik erméglicht werden, bei dem
neben der platzintensiven Oberflachenbeschichtung
auch eine Separierung der beiden Materialien durch se-
parate und getrenntvoneinander ausgebildete Schichten
vorgesehen ist.

[0014] Vorzugsweise ist das Hg-haltige Material ein
Pulver, welches insbesondere in die Vertiefung einge-
bracht und dann in die Vertiefung eingepresst ist. Nur
das in der Vertiefung befindliche Hg-haltige Material ist
einer derartigen Verpressung ausgesetzt. Das wahrend
der Herstellung gegebenenfalls auch auf die anderen
Oberflachen des Tragerelements aufgebrachte Hg-hal-
tige Material wird nicht verpresst und nach dem Verpres-
sen des Hg-haltigen Materials in einer Vertiefung von
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diesen Oberflachen entfernt, insbesondere abgesaugt.
Dadurch kann die gewtiinschte Hg-freie Realisierung der
Oberflachen des Tragerelements erreicht werden.
[0015] Das Tragerelementistvorzugsweise aus Metall
ausgebildet und bevorzugt als plattenartiges Teil konzi-
piert. Es kann auch als Metallband bezeichnet werden.
[0016] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Menge
von Quecksilber abhéngig von der Konzentration des
Quecksilbersindeminder Vertiefung ausgebildeten Ma-
terial und/oder von der Anzahl der Vertiefungen und/oder
von dem Volumen zumindest einer Vertiefung dosierbar
ist. Durch zumindest einen dieser genannten Parameter
kann die pro Tragerelement vorgesehene Menge von
Quecksilber sehr exakt festgelegt werden und insbeson-
dere auch das Einbringen von &uf3ert geringen Queck-
silbermengen einfach und prazise erfolgen.

[0017] Vorzugsweise ist zumindest eine weitere Ver-
tiefung vorgesehen, in welcher Hg-freies Material, ins-
besondere Gettermaterial, ausgebildet ist. Das Trage-
relement fasst bei einer derartigen Ausgestaltung somit
zumindest eine Vertiefung, in der Hg-haltiges Material
angeordnet ist, und zumindest eine weitere Vertiefung,
in welcher kein Quecksilbermaterial enthalten ist. Da-
durch kann auch bedarfs- und situationsabhéngig eine
ausreichende Menge an Gettermaterial bereitgestellt
werden, welches individuell stets genau dosiert werden
kann.

[0018] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine
Entladungslampe mit einem Entladungsgefal? und zu-
mindest einer darin angeordneten Elektrode, sowie ei-
nem erfindungsgemafen Tragerelement oder einer vor-
teilhaften Ausgestaltung davon, wobei das Tragerele-
ment in dem Entladungsgefal} angeordnet ist. Insbeson-
dere ist die Entladungslampe als Niederdruckentla-
dungslampe konzipiert. Sowohl Entladungslampen mit
lediglich einer Elektrode, beispielsweise einer Lampen-
wendel, als auch Entladungslampen mit zwei Elektroden
kénnen vorgesehen sein. Insbesondere kdnnen somit
auch Leuchtstofflampen vorgesehen sein, welche ein
stabférmiges oder aber auch ein zumindest an einer Stel-
le gebogenes oder gekrimmtes Entladungsgefall auf-
weisen.

[0019] Durch eine derartige Entladungslampe kann
die Quecksilbermenge sehr exakt dosiert und insbeson-
dere auch mit einer relativ geringen Menge ausgebildet
werden, wodurch die Funktionalitat und insbesondere
die Umweltfreundlichkeit der Lampe verbessert werden
kann, da sie eine geringere Schwermetallmenge auf-
weist.

[0020] Besondersbevorzugterweistes sich, wenndas
Tragerelement an einem Elektrodengestell der Entla-
dungslampe angeordnet ist. So kann vorgesehen sein,
dass das Tragerelement an einer Stromzufiihrung des
Elektrodengestells angeordnet ist. Eine Stromzuflihrung
ist zum Halten der Elektrode vorgesehen und wird nach
aulRen mit den elektrischen Kotaktierungen der Entla-
dungslampe elektrisch verbunden. Des Weiteren kann
jedoch auch vorgesehen sein, dass das Tragerelement
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an einer Mittelstiitze des Elektrodengestells angeordnet
ist. Eine Mittelstitze ist insbesondere dazu vorgesehen,
eine Kappe, welche vorzugsweise als ringartiger Hohl-
korper ausgebildet ist, zu halten. Eine derartige Kappe
umgibt eine in dem Entladungsgefa angeordnete Elek-
trode. Dies ist insbesondere beispielsweise bei Leucht-
stofflampen vorgesehen. Die Elektrode erstreckt sich so-
mit in dem rohrartigen Hohlkdrper, welcher die Kappe
bildet, und welcher an der Mittelstiitze angeordnet ist.
[0021] Bevorzugt kann auch vorgesehen sein, dass
das Tragerelement insbesondere diese Kappe darstellt.
Tréagerelement und Kappe sind somit eine Komponente,
wobei diese somit multifunktional ausgebildet ist. Da-
durch kann Platz gespart werden und die Reduzierung
der Bauteile einer Entladungslampe erreicht werden.
[0022] Beieinem erfindungsgeméflen Verfahren zum
Herstellen eines Hg-haltiges Material aufweisenden Tréa-
gerelements, welches fur eine Entladungslampe vorge-
sehen und verwendet werden kann, wird in das Trage-
relement zumindest eine Vertiefung ausgebildet, in wel-
che das Hg-haltige Material eingefiillt wird. Durch das
erfindungsgeméafRe Verfahren wird somit keine Oberfl&-
chenbeschichtung eines Tragerelements sondern eine
Volumenbeschichtung erméglicht. Dadurch kénnen sehr
prazise Quecksilberkonzentrationen pro Tragerelement
eingestelltwerden und insbesondere das Einbringen von
sehr geringen Quecksilbermengen aufwandsarm er-
reicht werden.

[0023] Vorzugsweise wird das Hg-haltige Material auf
dem Tragerelement als Pulver verteilt und nur das in der
Vertiefung befindliche Material nach dem Einftillen in die
Vertiefung gepresst. Bevorzugt wird das sich auRerhalb
der Vertiefung befindliche Hg-haltige Material nach dem
Verpressen des in der Vertiefung enthaltene Hg-haltigen
Materials entfernt, insbesondere abgesaugt. Zur Aufbrin-
gung kann ein Vibrationssystem vorgesehen sein. Die
Dosiermenge des Pulvers ist nun von dem Volumen der
Vertiefung im Metallband abhangig und unterliegt nicht
mehr den Schwankungen des Vibrationssystems. Das
aufzufillende Volumen ist exakt bekannt und daher die
Konzentrationsdimensionierung des Quecksilbers pro
Tragerelement sehr konstant. Je nach Tiefe und Breite
der Vertiefung ist die Quecksilbermenge festgelegt, weil
die Quecksilberkonzentration im Pulver sehr genau her-
gestellt werden kann.

[0024] Vorteilhafte Ausfihrungen des erfindungsge-
méafRen Tragerelements sind als vorteilhafte Ausfihrun-
gen der Entladungslampe und des erfindungsgeméafien
Verfahrens anzusehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen néher
erlautert. Es zeigen:

Fig. 1  eine Schnittdarstellung durch ein Ausfihrungs-
bei- spiel einer Entladungslampe;
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Fig. 2  eineperspektivische Darstellung eines Teilaus-
schnitts eines erfindungsgemaRen Tragerele-
ments geman einem ersten Ausfiihrungsbei-
spiel;

Fig. 3  eineperspektivische Darstellung eines Teilaus-
schnitts eines erfindungsgemafen Tragerele-
ments gemal einem zweiten Ausfiihrungsbei-
spiel;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung des Tragerelements
geman Fig. 2;

Fig.5 eine Schnittdarstellung des Tragerelements
gemanR Fig. 3;

Fig. 6 eine schematische Draufsicht auf ein Trage-
relement geman einem dritten Ausfihrungsbei-
spiel;

Fig. 7 eine schematische Draufsicht auf ein Trage-
relement gemafl einem vierten Ausfiihrungs-
beispiel;

Fig. 8 eine schematische Draufsicht auf ein Trage-
relement gemaf einem finften Ausfihrungs-
beispiel; und

Fig.9 eine schematische Draufsicht auf ein Trage-
relement gemaf einem sechsten Ausfiihrungs-
beispiel.

Darstellung der Erfindung

[0026] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.

[0027] InFig. 1istin einer schematischen Schnittdar-
stellung ein Ausschnitt einer als Quecksilberdampf-Nie-
derdruckentladungslampe ausgebildeten Entladungs-
lampe 1 gezeigt. Die Entladungslampe 1 umfasst ein
rohrférmiges Entladungsgefan 2, welches stabférmig, U-
férmig oder auch mehrfach gebogen sein kann. Die En-
den des Entladungsgefalies 2 sind gasdicht verschlos-
sen. Ein Elektrodengestell 3 der Entladungslampe 1 er-
streckt sich von einem Ende 4 der Entladungslampe 1 in
den im Inneren des Entladungsgefal3es 2 ausgebildeten
Entladungsraum 5. Das Elektrodengestell 3 umfasst ei-
nen Glastellerfuld 6, dessen erweiterter Rand 7 mit dem
Ende 4 des EntladungsgeféaRes 2 gasdicht verschmolzen
ist.

[0028] Des Weiteren weist das Elektrodengestell 3
zwei separate Stromzufiihrungen 8 und 9 auf, welche
zur Halterung einer als Lampenwendel ausgebildeten
Elektrode 10 vorgesehen sind. In dem Entladungsraum
5 der Entladungslampe 1 ist des Weiteren ein Tragerele-
ment 11 angeordnet. Das Tragerelement 11 ist in der
gezeigten Ausfiihrung geman Fig. 1 an der Stromzufiih-
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rung 8 befestigt. Das Tragerelement 11 istin Fig. 1 sche-
matisch dargestellt. An dem Tréagerelement 11 ist zumin-
dest eine Vertiefung 12 ausgebildet in welcher Hg-halti-
ges Material angeordnet ist. Das Tragerelement 11 kann
auch eine Mehrzahl derartiger Vertiefungen 12 aufwei-
sen, welche geometrisch gleich oder auch unterschied-
lich ausgebildet sein kbnnen. Das Tragerelement 11 ist
als Metallband konzipiert und in erster N&éherung platten-
artig ausgebildet.

[0029] Neben der in Fig. 1 gezeigten Anbringung des
Tréagerelements 11 an der Stromzufiihrung 8, kann auch
vorgesehen sein, dass das Trégerelement 11 an der
Stromzufihrung 9 befestigt ist.

[0030] Ebenso kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass eine in Fig. 1 nicht dargestellte Kappe fir die Elek-
trode 10 vorgesehen ist, wobei diese Kappe als rohrar-
tiger Hohlkérper konzipiert ist, welcher die Elektrode 10
umgibt. Vorzugsweise weisen die in Fig.1 nicht gezeigte
und horizontal verlaufenden Langsachse der Elektrode
10 und die Langsachse einer derartigen Kappe die glei-
che Orientierung auf. Insbesondere ist eine koaxiale An-
ordnung vorgesehen.

[0031] Bei einer derartigen Ausgestaltung kann das
Tréagerelement 11 zugleich diese Kappe darstellen.
[0032] Die Kappe ist insbesondere mit einer stabfor-
migen Mittelstiitze (nicht dargestellt) positionsgenau an-
geordnet, wobei diese Mittelstilitze als zuséatzliche Kom-
ponente zu den Stromzufiihrungen 8 und 9 dem Elektro-
dengestell 3 zugeordnet ist. Es kann auch vorgesehen
sein, dass das Tragerelement 11 an dieser genannten
Mittelstlitze, an der die Kappe angeordnet ist, befestigt
ist.

[0033] InFig. 2istein erstes Ausfiihrungsbeispiel des
Tragerelements 11 in einer perspektivischen Darstellung
in einem Teilausschnitt gezeigt. Die plattenartige Struk-
tur des als Metallband ausgebildeten Tragerelements 11
ist zu erkennen. In etwa mittig ist die Vertiefung 12 als
Rille bzw. Graben konzipiert, welcher sich tber die ge-
samte Breite bl des Tragerelements 11 erstreckt. Die
Vertiefung 12 weist eine Weite wl und Tiefe t1 auf. In
der gezeigten Ausfiihrung ist die Tiefe t1 gro3er als die
Weite wl. Prinzipiell ist es bevorzugt, wenn die Geome-
trie der Vertiefung 12 so ausgelegt ist, dass die Weite
w1l kleiner oder gleich der Tiefe t1 ist. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass die Weite wl etwas groR3er
als die Tiefe t1 ist. Prinzipiell ist durch die Ausgestaltung
des Tragerelements 11 eine Volumenbeschichtung vor-
gesehen. Dies bedeutet, dass aul3erhalb der Vertiefung
12 liegende Oberflachen in Form der Oberseiten 15 und
in Form der Unterseiten 16 des Tragerelements 11 frei
von Quecksilber sind. Eine Oberflachenbeschichtung ist
daher am Tragerelement 11 nicht gegeben.

[0034] InderinFig. 2 gezeigten Ausfuhrung, weist das
Tragerelement 11 Stufen 13 und 14 auf, wodurch ein im
Vergleich zur Tiefe t1 relativ geringer Niveauunterschied
gegeben ist. Diese Stufen 13 und 14 kdnnen jedoch auch
nicht ausgebildet sein und sind fiir die Erfindung nicht
wesentlich.
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[0035] EineinFig. 2 gezeigte und durch die relativ weit
auseinander liegenden Stufen 13 und 14 ausgebildete
Absenkung von Teilbereichen des Tragerelements 11im
Vergleich zu anderen Teilbereichen, wird im Kontext der
Erfindung nicht als Vertiefung wie sie durch die Ausge-
staltung der Vertiefung 12 definiert ist, verstanden. Denn
wie eindeutig zu erkennen ist, stellen die Abstufungen
13 und 14 in y-Richtung ein deutlich geringeres Maf3 im
Vergleich zur Beabstandung zwischen den beiden Stu-
fen 13 und 14 in x-Richtung dar. Derartige Niveauvaria-
tionen mitdeutlich grofReren Abmessungen in x-Richtung
im Vergleich zu denen in y-Richtung sind nicht mehr als
Vertiefungen im Sinne dieser Anmeldung anzusehen.
[0036] In der gezeigten Ausfuhrung weist die Vertie-
fung 12 in einer Langsschnittdarstellung eine eckenfreie
und im Wesentlichen eine U-férmige Formgebung auf.
Diese Rille bzw. dieser Graben der Vertiefung 12 ist in
der gezeigten Ausfuhrung vollstdndig mit Hg-haltigen
Material 17 aufgeflillt. Dies bedeutet, dass das Material
17 bis zu den Ubergangen bzw. Kanten 18 und 19 auf-
gefllt ist und somit ein bindiger und im Wesentlichen
ebener Ubergang von der Materialoberfliche des Mate-
rials 17 zu den benachbarten Oberflaichen gemaf den
Oberseiten 15 des Tragerelements 11 ausgebildet ist.
Das Hg-haltige Material 17 umfasst um Ausfihrungsbei-
spiel des Weiteren auch Gettermaterial. In der Vertiefung
12 ist somit sowohl Quecksilber als auch Gettermaterial
vermischt. Als Gettermaterial kann beispielsweise ein
Zirkon-Aluminium-Getter vorgesehen sein. Bei dem
quecksilberhaltigen Material kann es sich um eine
Quecksilber-Titan-Legierung handeln.

[0037] Da die AusmalRe (w1, t1, b1) der Vertiefung 12
sehr genau bekannt sind, kann auch das Volumen sehr
genau bestimmt werden, und somit auch die Quecksil-
bermenge sehr genau dosiert werden. Da Ublicherweise
die Quecksilberkonzentration in dem Material 17 pro
Mengeneinheit bekannt ist, kann somit auch abhéngig
von dem Volumen der Vertiefung 12 die Quecksilberkon-
zentration des Tragerelements 11 sehr genau dosiert
werden. Es lassen sich abhéngig von der Konzentration
des Quecksilbers in dem Material 17 und/oder der Anzahl
der Vertiefungen 12 in dem Tragerelement 11 und/oder
des Volumens zumindest einer Vertiefung 12 sehr genau
dosieren und es kénnen auch sehr geringe Quecksilber-
mengen somit exakt eingestellt werden.

[0038] Das in Fig. 2 gezeigte Tragerelement 11 wird
so hergestellt, dass zunachst das als Metallband bereit-
gestellte Tragerelement 11 entsprechend der Darstel-
lung in Fig. 2 geformt wird. Insbesondere wird dazu eine
Biegung beziglich der Herstellung des Grabens fiir die
Vertiefung 12 durchgefihrt. Im Nachfolgenden wird dann
das pulverformige Hg-haltige Material 17, welches im
Ausfiihrungsbeispiels auch Gettermaterial aufweist, auf
dem Tragerelement 11 verteilt. Insbesondere wird dabei
ein Einfullen in die Vertiefung 12 durchgefuhrt. Dies er-
folgt Uber ein Vibrationssystem, wobei im Nachgang zu
dem Aufbringen auf dem Tréagerelement 11 ein Verpres-
sen des Materials 17 ausschlieBlich in der Vertiefung 12
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erfolgt. Nach diesem Verpressen des lokalen Bereichs
wird dann im Nachfolgenden die restliche auf den Ober-
seiten 15 verbleibende Menge des Materials 17, welches
dort gerade nicht verpresst wurde, abgesaugt. Bei dem
in Fig. 2 dargestellten Tragerelement 11 sind die Ober-
seiten 15 und die Unterseiten 16 somit frei von Queck-
silberhaltigen Material und auch frei von dem Getterma-
terial.

[0039] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausflhrungsbeispiel
eines Tragerelements 11 in perspektivischer Ansicht ge-
zeigt. Im Unterschied zur Ausfuihrung gemaf Fig. 2 ist
hier eine als Rille ausgebildete Vertiefung 12 dargestellt,
welche im Querschnitt keine U-férmige Formgebung auf-
weist, sondern nach unten hin aufgeweitet ist und eine
bauchige Struktur zeigt. Diese wird durch ein Flachdriik-
ken des Tragerelements 11 mit Walzen erreicht. Im Be-
reich der Kanten 18 und 19 weist die Vertiefung 12 eine
Weite w2 auf, welche kleiner ist als eine Weite w3 in der
Vertiefung 12.

[0040] Die Vertiefungen 12 in den Fig. 2 und 3 sind als
langliche geradlinige Rillen ausgebildet. Es kann jedoch
auch ein nicht geradliniger Verlauf vorgesehen sein.
[0041] IndenFig.4 und 5 sind vergroerte Darstellun-
gen der Querschnitte der Ausfiihrungen in Fig. 2 und 3
im Bereich der Vertiefungen 12 gezeigt.

[0042] In Fig. 6 ist ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
eines Tragerelements 11 in einer Draufsichtdarstellung
gezeigt, wobei lediglich der Ausschnitt des Trégerele-
ments 11 gezeigt ist, in dem eine Mehrzahl von Vertie-
fungen 20, 21, 22 und 23 ausgebildet ist. Bei dieser Aus-
fuhrung sind die Vertiefungen 20 bis 23 nicht als langliche
Rillen oder dergleichen konzipiert, sondern als Sacklé-
cher. GemaR der Darstellung in Fig. 6 weisen diese Ver-
tiefungen 20 bis 23 eine eckenfreie, und insbesondere
runde Lochstruktur auf.

[0043] InFig. 7 ist eine weitere Ausfiihrung eines Tra-
gerelements 11 gezeigt, welche im Unterschied zur Dar-
stellung geman Fig. 6 eine Mehrzahl von Vertiefungen
20 bis 23 aufweist, welche keine runde Geometrie bei
einer Draufsicht von oben aufweisen, sondern diese ek-
kig, insbesondere viereckig ist.

[0044] InFig. 8 ist eine Ausflihrung gezeigt, bei der im
Unterschied zu den Draufsichtdarstellungenin Fig. 6 und
7 lediglich zwei Vertiefungen 20 und 21 vorgesehen sind,
welche bei einer Draufsichtbetrachtung eine ovale Geo-
metrie zeigen.

[0045] InFig. 9ist eine weitere schematische Darstel-
lung eines Tragerelements 11in einer Draufsicht gezeigt,
bei der zwei Vertiefungen 12 gezeigt sind, welche als
langliche Rillen ausgebildet sind und beabstandet und
parallel zueinander vorgesehen sind. Die Vertiefungen
12 in Fig. 9 kénnen beispielsweise gemafd den Ausge-
staltungen in Fig. 2 oder 3 vorgesehen sein. Beide Ver-
tiefungen 12 kdnnen gleich oder aber auch unterschied-
lich in AusmaRen und/oder Geometrie konzipiert sein.
[0046] Beispielsweise kann beiderin Fig. 2 dargestell-
ten Ausfiihrung die Weite wl 1 mm betragen. Die Tiefe
t1 kann ebenfalls 1 mm oder aber auch mehr betragen.
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Dies sind lediglich beispielhafte Werte, welche gréer
oder kleiner sein kdnnen. Insbesondere kann durch die
Ausgestaltung der Vertiefungen 12 die sehr exakte Do-
sierung der Quecksilbermenge erfolgen, wobei diese pro
Tragerelement 11 kleiner oder gleich 4 mg sein kann.
Insbesondere kdnnen auch sehr kleine Quecksilbermen-
gen kleiner oder gleich 1 mg sehr exakt dosiert werden.

Patentanspriiche

1. Tragerelement, anwelchem ein Hg-haltiges Material
zur Anbringung in einer Entladungslampe (1) aus-
gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Trégerelement (11) zumindest eine Vertiefung
(12, 20 bis 23) aufweist, in welcher das Hg-haltige
Material (17) angeordnet ist.

2. Tragerelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hg-haltige Material (17) ausschlie3lich in der
Vertiefung (12, 20 bis 23) ausgebildet ist

3. Tragerelement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vertiefung (12, 20 bis 23) als Rille ausgebildet
ist.

4. Tragerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vertiefung (12, 20 bis 23) sacklochartig ausge-
bildet ist.

5. Tréagerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vertiefung (12, 20 bis 23) vollstandig mit Hg-
haltigem Material (17) gefullt ist.

6. Tragerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Vertiefung (12, 20 bis 23) Gettermaterial an-
geordnet ist.

7. Tragerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hg-haltige Material (17) ein Pulver ist.

8. Tragerelementnach einem der vorhergehenden An-
spriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hg-haltige Material (17) in die Vertiefung (12, 20
bis 23) eingepresst ist.
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Tragerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

es als Metallband ausgebildet ist.

Tréagerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Menge von Hg abhéngig von der Konzentration
des Hg in dem in der Vertiefung (12, 20 bis 23) aus-
gebildeten Material (17) und/oder der Anzahl der
Vertiefungen (12, 20 bis 23) und/oder des Volumens
zumindest einer Vertiefung (12, 20 bis 23) dosierbar
ist.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine zweite Vertiefung (12, 20 bis 23) aus-
gebildet ist, in welcher Hg-freies Material, insheson-
dere Gettermaterial, ausgebildet ist.

Entladungslampe mit einem Entladungsgefal® (2)
und zumindest einer darin angeordneten Elektrode
(10), und einem Tragerelement (11) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, welches in dem Entla-
dungsgefal (2) angeordnet ist.

Entladungslampe nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Tragerelement (11) an einem Elektrodengestell
(3) angeordnet ist.

Entladungslampe nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Tragerelement (11) die Elektrode (10) zumin-
dest bereichsweise umgebend, insbesondere ring-
artig umgebend, angeordnet ist.

Verfahren zum Herstellen eines Hg-haltiges Material
(17) aufweisenden Tragerelements (11) fur eine Ent-
ladungslampe (1), bei welchem in das Tréagerele-
ment (11) zumindest eine Vertiefung (12, 20 bis 23)
ausgebildet wird, in welche das Hg-haltige Material
(17) eingefillt wird.

Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Hg-haltige Material (17) auf dem Tragerelement
(112) als Pulver verteilt wird und nur das in der Ver-
tiefung (12, 20 bis 23) befindliche Material (17) nach
dem Einfullen gepresst wird.

Verfahren nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

das sich auBerhalb der Vertiefung (12, 20 bis 23)
befindliche Hg-haltige Material (17) nach dem Ver-
pressen des in der Vertiefung (12, 20 bis 23) enthal-
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tenen Hg-haltigen Materials (17) entfernt, insbeson-
dere abgesaugt, wird.
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